Badanie i pomiary tranzystorow

Cel ¢wiczenia:
Poznanie budowy, zasady dziatania tranzystora

Przebieg ¢wiczenia

1.Wiadomosci ogolne
- budowa tranzystora

- zasada dziatania

- uktady pracy tranzystora

2. Badanie laboratoryjne
- pomiary tranzystora w uktadzie WE

Wiadomosci ogolne

Tranzystor jest przyrzadem potprzewodnikowym wykonanym w postaci zwartego elementu
elektronicznego umieszczonego w obudowie ochronnej. W uktadach elektronicznych spetnia
on takg samg funkcje jak trioda, pod wieloma wzgledami jednak ja przewyzsza.

Kazdy tranzystor zawiera dwie warstwy typu p rozdzielone warstwg typu n

( tranzystor p-n-p ), lub dwie warstwy typu n rozdzielone warstwa typu p

( tranzystor n-p-n ). Obszar oznaczony literg E stanowi emiter, oznaczony literg C -
kolektor, obszar B jest baza tranzystora. Te trzy fragmenty tranzystora majg
wyprowadzenia na zewnatrz w postaci metalowych drucikow. Obszar bazy jest zwykle
mniejszy od obszarow sgsiednich. ( rys.1)

Warstwa graniczna miedzy obszarem bazy 1 obszarami sgsiednimi tworzy tzw. warstwe
zaporowg. Powstaje ona na skutek przenikania tadunkéw z bazy do emitera 1 kolektora,
1 odwrotnie. Ladunki te wytwarzajg barier¢ potencjalu hamujaca dalsze przenikanie
tadunké6w 1 nadaja warstwie zaporowej wilasciwosci diody pdiprzewodnikowej. Napigcia
zewnetrzne doprowadzone do emitera, bazy kolektora zmieniajg rozktad tadunkéw

w obszarach warstw zaporowych 1 zmieniajg ich wlasciwosci prostownicze.



Rys.1. Ztacze pnp i npn

Obszary tranzystora moga by¢ potaczone albo w kierunku przewodzenia, (po zmianie
kierunku napigcia) w kierunku zaporowym. Sterownie napig¢ciem zewngtrznym
wlasno$ciami prostowniczymi diod powstajacych na zlaczach

p-n-p i n-p-n lezy u podstawy zasady dziatania tranzystorow.

Tranzystory p-n-p i n-p-n zwane sg tranzystorami przeciwstawnymi (komplementarnymi),
a ich parametry, przy wspodiczesnej technologii wytwarzania mogg by¢ identyczne.

W ukfadach tranzystory wystepuja w trzech rodzajach potaczen: o wspodlnej bazie,
o wspolnym kolektorze 1 o wspolnym emiterze. W praktyce wykorzystuje si¢ trzy sposoby

polaczen tranzystorow.( rys. 2 )

uktad wspdlnej bazy uktad wspodlnego kolektora uktad wspdlnego emitera

Rys. 2. Uktady pracy tranzystora



Badania laboratoryjne

Pomiary beda polegaly na wyznaczeniu charakterystyk statycznych tranzystora n-p-n
w uktadzie WE (rys.3).

Wyznaczanie charakterystyk statycznych tranzystora n-p-n w ukladzie WE.

Charakterystykami statycznymi tranzystora w uktadzie WE nazywamy charakterystyki:
1)  lc=1f(Uec); Ib = const.

2)  lc=1(lb); Uec = const.

3)  Ueb=1(le); Uec = const.

4)  Ueb =f(Uec); Ib = const.

Do bazy tranzystora przylaczony jest mikroamperomierz magnetoelektryczny pA. Napiecie
Ueb miedzy emiterem i bazg wskazuje woltomierz magnetoelektryczny V. Prad bazy Ib
i mnapiccie Ueb mozna nastawi¢ rezystorem dekadowym Rd i rezystorem
potencjometrycznym Rpl.Wilacznik W1 umozliwia przytaczenie obwodu do zrodta napiecia
statego o sile elektromotorycznej E1. Prad kolektora lc mierzy miliamperomierz
magnetoelektryczny mA, a napiecie Uec miedzy emiterem i kolektorem - woltomierz
magnetoelektryczny V2. Napigcie miedzy emiterem i kolektorem nastawia si¢ za pomoca
rezystora potencjometrycznego Rp2. Zaciski rezystora Rp2 za posrednictwem wytacznika
W2 polaczone s3 ze zrdédtem napigcia statego o sile elektromotorycznej E2. Kazda

z charakterystyk wyznaczamy dwa razy, przy dwu réznych warto$ciach parametrow statych.

Wskazania przyrzadow notujemy w tabeli 1.

lc=f(lb) ls [ MA ]
Uec=5V Ic[ mA]
Uec=10V Ic[ mA]
B=Alc/Alb -

Tabela 1



E1l

Rys. 3. Schemat uktadu pomiarowego



